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Barium-Strontium-Titanat (BaxSr1-xTiO3, BST) stellt mit 

seiner ausgeprägten Abhängigkeit der Permittivität von 

der elektrischen Feldstärke ein vielversprechendes 

Material für die Realisierung von steuerbaren Mikro-

wellenkomponenten dar. Nichtsdestotrotz ist das An-

wendungsfeld von reinem BST begrenzt, bedingt durch 

die hohen Sintertemperaturen von etwa 1400°C für 

Vollkeramiken bzw. 1200°C für Dickschichten.  Die 

Herstellung von Mehrlagenstrukturen in MIM (Metall-

Isolator-Metall)-Anordnung mit BST und Leitmaterialien 

wie Silber ist somit in einem Sinterprozess (Co-Firing) 

genauso wenig möglich wie die Integration passiver 

Bauteile auf Basis von BST in die LTCC (Low 

Temperature Co-fired Ceramics)-Technologie.  

 Ziel dieser Arbeit war es daher, niedrig-sinternde 

BST-Dickschichten herzustellen, die kompatibel zu den 

genannten Anwendungsbereichen sind. Dabei hat sich 

ZnO-B2O3 als Additivsystem für BST bewährt. 
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 Herabsetzung der Sintertemperatur   Keine Fremdphasenbildung (kristallin)  

 Shift Hauptreflex BST (Ba0,6Sr0,4TiO3Ba0,5Sr0,5TiO3) 

 Bei hohem Zusatz 

Partikel-Clustering 

 Ba-Diffusion in 

amorphe Phase 
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Keine Reaktion zwischen Schichten 

Keine Infiltration von Ag in poröses BST  
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Materialsystem BST-ZnO/B2O3 

 Herabsetzung der Sintertemperatur 

 Einfluss der Additivmenge auf Gefüge der Dickschichten 

      Korngröße 

      Porosität 

      Ba/Sr-Verhältnis im BST 

 

 

 

 

Co-Sintern von MIM-Strukturen 

 Kompatibilität zwischen BST-ZnO/B2O3 und Silber 

 Gute dielektrische Eigenschaften 

 Herstellung von vollgedruckten Mikrowellenkomponenten  

 Realisierung von Bauteilen mittels LTCC-Technologie 
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